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Transistor de union bipolar
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Transistor de union bipolar

Transistor PN2222A (NPN)
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Distintos tipos de encapsulados de
transistores de juntura bipolar



Transistor de union bipolar

“pn | COLECTOR COLECTOR * Medir los terminales BE y BC

con un multimetro en la funcion

diodo
e Medir entre los terminales EC

EMISOR

Funcionamiento del transistor

Diodo BE debe estar conectado en directa — Diodo BC debe estar conectado

en inversa
El C debe estar a una tension mas positiva que el E
Las corrientes I- e Iz y la tensidon V¢ soportan un valor maximo, y una

potencia maxima (1-V¢g)



Funcionamiento del Transistor NPN

Diodo BE debe estar conectado en directa (V,; ~ 0.6 V) — Diodo BC debe
estar conectado en inversa

El C debe estar a una tension mas positiva que el E

Las corrientes | e |5 y la tension V; soportan un valor maximo, y una
potencia maxima (1-V)

Cuando se cumple de 1-3
IC — ﬁ IB ﬁ ~ 100
IE:IC+IB :(ﬁ‘l‘l)IB



Caracteristicas del transistor PN2222A

SYMBOL PARAMETER CONDITIONS MIN. MAX. UNIT
Vero collector-base voltage open emitter 75 V
Veeo collector-emitter voltage open base 40 V
VERo emitter-base voltage open collector 6 V
lc collector current (DC) 600 mA
lem peak collector current 800 mA
= peak base current 200 mA
Piot total power dissipation Tamp < 25 °C 500 mW




Caracteristicas del transistor PN2222A

Collector Current vs

DC Current Gain vs Collector Current Collector-Emitter Voltage
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Caracteristicas del transistor PN2222A

Curva caracteristica del transistor

ESTADO

CORTE (3)

ACTIVA (2)

SATURACION
(1)

CARACTERISTICAS

I,=I,=1I=0
Vee = Vee

Ic=pIp
0,2 < Vg < Vg

Ve 0,2V
l(sat)=V o/ (R+Rg)

COMPORTAMIENTO

Interruptor abierto

Amplificador

Interruptor cerrado



Circuito para estudiar la curva del transistor

lc = (Vcec — Vee)/Rc

Re
YWy c = Bls
Rp C Ic
—MW - Vec




Circuito para caracterizar el transistor

RB B var C
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R.= 600 Q
R, =20 kQ
B Vee =12V

Rg o = POt 100 kQ



Circuito para caracterizar el transistor

R.= 600 Q

Ry = 47 kQ
Vgg=5V Rgvar = POt 100kQ 10y

Vec = Rampa de



Caracterizar el transistor PN2222A

* Medir [3: usar el multimetro y midiendo /. vs I,

* Obtener las curvas caracteristicas /. vs V. para distintos valores de /;



Circuito amplificador

O — iCRC ~+ UO
V; = iBRB + (%35 + lERE

Vent = Vpg + IgRE
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Circuito amplificador

R, = 100 kQ
|—||l
R, =27 kQ
VCC
Vin Re =2 kQ

R.=variar entre 2y 10 kQ
C=1uF

V=12V



Amplificador con configuracion emisor comun

* Con una unica fuente de alimentacion

* Con capacitores de desacople



